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Nos ultimos anos, houve um tremendo e rapido avanco na tecnologia. Esse avanc¢o se deu
principalmente pela miniaturizagao dos componentes eletronicos que constituem os chamados
circuitos integrados, atualmente baseados em silicio (considerado o coracdo da industria
eletrénica). O silicio € um material bastante versatil e abundante na natureza, mas apresenta
dificuldades quando aplicado a nanoescala. Nesse contexto, a busca por novos materiais que
possam substituir o silicio tornou-se um campo de pesquisa emergente, dentre os quais os
materiais bidimensionais (2D) tém se destacado. As caracteristicas prdprias dos materiais 2D
fazem com que, em comparagdo com suas contrapartidas tridimensionais, tais cristais mostram-
se bastante promissores, o que permite ndo somente a investiga¢dao de novos fendbmenos fisicos,
mas também abre a possibilidade de seu uso em dispositivos [1]. A investigacdo desses
fendbmenos envolve a compreensao das propriedades quimicas, mecanicas e eletronicas desses
materiais. Portanto, esse projeto objetiva calcular as estruturas de bandas e as propriedades de
transporte eletrénico em materiais 2D, com énfase em novas estruturas de van der Waals a base
de grafeno, dicalcogenetos de metais de transi¢cdo, fdsforo negro e monocamadas e multiplas
camadas do mineral jacutingaita e analogos [2]. Em geral, espera-se que os resultados obtidos
com a realizacdo do presente projeto possam constituir uma importante contribuicdo para
fortalecer e apoiar o potencial de aplicagao dessas novas nanoestruturas no desenvolvimento de
novos dispositivos em nanoescala. Além disso, essa proposta trara oportunidades para pesquisas
de alta qualidade e publicacbes de alto impacto no ambito do Instituto Federal do Piaui.
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